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LA CURVA CARACTERISTICA LUZ-CORRIENTE
*DESCRITA POR LAS ECUACIONES DE VELOCIDADES DE VARIACION.
*CONTROLAN LA INTERACCION DE FOTONESY ELECTRONES
DENTRO DE LA REGION ACTIVA.
*DETERMINACION EXACTA PARTEN DE LASECUACIONESDE
MAXWELL, JUNTO CON UNA APROXIMACION MECANICA
CUANTICA PARA LA POLARIZACION INDUCIDA.
+LAS ECUACIONES DE VELOCIDADES DE VARIACION SE PUEDEN
DETERMINAR CONSIDERANDO EL FENOMENO FiSICO, A TRAVES
DEL CUAL:
*EL NUMERO DE FOTONES“P” Y EL NUMERO DE
ELECTRONES“N” VARIAN TEMPORALMENTE DENTRO
DE LA REGION ACTIVA.

ECUACIONES DE VELOCIDAD DE VARIACION PARA UN LASER MONOMODO.
G= LA VELOCIDAD DE LA VARIACION DE LA EMISION ESTIMULADA DE LA RED.
Rs-=LA VELOCIDAD DE LA VARIACION DE LA EMISION ESPONTANEA

EN MODO LASER.
dt t, dt g t.

w,=veLociDAD DE Grupo G = &Vg:0 =Gy (N - No)
-G=FACTOR DE CONFINAMIENTO.
-g=GANANCIA OPTICA PARA LA FRECUENCIA MODAL

*Rg, ESMUCHO MENOR QUE LA VELOCIDAD DE DE VARIACION DE LA
EMISION ESPONTANEA TOTAL.
ESTO SE EXPLICA TOMANDO EN CUENTA QUE LA EMISION
ESPONTANEA SE GENERA EN TODAS LAS DIRECCIONES SOBRE
UN RANGO ESPECTRAL ANCHO DE 30 A 40nm.
SOLO UNA PEQUENA PORCION DE ESTA EMISION SE
PROPAGA A LO LARGO DEL EJE DE LA CAVIDAD.
i » *|RRADIANDO LUZ A LA FRECUENCIA LASER.
4 =GP *Ry- ~ *CONTRIBUYENDO EN LA ECUACION DE LA
P VELOCIDAD DE VARIACION TEMPORAL DE FOTONES:

RELACION ENTRE Rg, Y G
*n,=FACTOR DE EMISION ESPONTANEA. Ry =ng.G
“PARA SEMICONDUCTORES LASERS: n_,=2.
*N=NUMERO DE ELECTRONES. NO REPRESENTA LA DENSIDAD DE
PORTADORES.
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*G VARIA LINEALMENTE CON “N”
CONSIDERANDO LA RELACION DE LA GANANCIA PICOg,(N) =s(N - N;)

GN:GIQSQV y Ny,=N;V conV =volumen

'P/t PZCONSI DERA LAS PERDIDAS DE LOS FOTONES DENTRO DE LA CAVIDAD.
*t ,=TIEMPO DE VIDA DEL FOTON. RELACIONADASCON LA
PERDIDA DE LA CAVIDAD, DESCRITA EN EL VALOR UMBRAL DE
LA GANANCIA OPTICA:t, "=va., =V (a, +a;,)

*CONSIDERANDO LA ECUACION DE LA VELOCIDAD DE VARIACION

TEMPORAL DE LOSELECTRONES: AN _I - N _~p

dt g t.
*REPRESENTA LA VELOCIDAD TEMPORAL CON LA CUAL
ELECTRONESDENTRO DE LA REGION ACTIVA SE CREAN Y SE

DESTRUYEN:
*ESTA ECUACION ES SIMILAR A LA ECUACION DE LA
VARIACION TEMPORAL DE LAS DENSIDADES DE
PORTADORES N” PARA EL LED. d7N¢_ I M
d qVv t,
of ~—TIEMPO DE VIDA DE LOS PORTADORES.

LA DIFERENCIA ESTA REPRESENTADA EN EL TERMINO: GP
*EL CUAL GOBIERNA LA VELOCIDAD DE
RECOMBINACION DE PARES ELECTRON HUECO A
TRAVES DE EMISION ESTIMULADA.

*EL TIEMPO DE VIDA DE LOSPORTADORESt c
INCLUYE LASPERDIDASDE LOSELECTRONES DE:
LA RECOMBINACION ESPONTANEA
*Y DE LA RECOMBINACION NO RADIACTIVA,

COMOINDICA: R__ +R :%
C
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*FIGURA: CURVAS CARACTERISTICASLUZ-CORRIENTE. PARA VARIAS
TEMPERATURAS PARA UN LASER “BH” CON HETEROESTRUCTURAS
ENCUBIERTA EN EL RANGO DE LONGITUDES DE ONDA DE 1,3mn.

Lz | 7//////30///70/24’9; =1,3mm

w 6/////// o
"/ // Y
W/ =
Wy —=

CORRIENTE (mA)
*SE TRATA DE UN LASER InGaAsP PARA TEMPERATURASENTRE 10°C A 130°C

RESPUESTA DEL LASER A TEMPERATURA AMBIENTE

*EL NIVEL UMBRAL SE ALCANZA PARA CORRIENTES DE
APROXIMADAMENTE 20mA.

PARA CORRIENTES DE 100mA EL LASER EMITE UNOS 6mW DE

POTENCIA DE SALIDA POR CADA CARA.
*EL RENDIMIENTO DEL LASER DISMINUYE PARA ALTAS TEMPERATURAS.
LA CORRIENTE UMBRAL SE INCREMENTA EXPONENCIALMENTE PARA
ALTASTEMPERATURAS: | (T) =1 ™

ol ,ES CONSTANTE
*T,ESLA TEMPERATURA CARACTERISTICA.
*T,SE USA CON FRECUENCIA PARA EXPRESAR LA SENSIBILIDAD DE
LA TEMPERATURA A LA CORRIENTE UMBRAL.
*RANGO TIPICO:
L ASER InGaAsP T,=50 A 70°K . DISIPADOR TERMO ELECTRICO
*NO IRRADIA LUZ SOBRE LOS 100°C.
*L ASER GaAs T >120°K
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CARACTERISTICA DE LASCURVASLUZ-CORRIENTE
*ESTAN DESCRITAS POR LAS ECUACIONES DE LA VELOCIDAD DE
VARIACION.
*CASO DE OPERACION CON ONDA CONTINUA “CW”. PARA UNA
CORRIENTE CONSTANTE “I™.
*EL TIEMPO DETERMINADO DE LAS ECUACIONES DE
VELOCIDADES, SE HACE CERO.
LA SOLUCION:
*SE SIMPLIFICA, DESPRECIANDO LA EMISION
ESPONTANEA CON:
°Rsp:0 PARA CORRIENTES DONDE: |
Gt,<1, P=0, N “teg

EL NIVEL UMBRAL DE CORRIENTE:
*SE ALCANZA PARA CORRIENTES: Gt=1
*EL VALOR UMBRAL DE INVERSION DE LA VECINDAD DE PORTADORES

SE FIJA EN: ]
Nth = |\IO +(GNtP) .
*PARA LA CORRIENTE UMBRAL, SE OBTIENE:
:thh:q(No+ l )
t. te G, tp

*EL NUMERO DE FOTONES*“P”
*SE INCREMENTA LINEALMENTE PARA:

1>1, con P=ZrYi-1,)
ed g

Ith

LA POTENCIA DE RADIACION: P,
*QUEDA DESCRITA POR EL NUMERO DE FOTONES*“P” CON

LARELACION: p = =(y 3 WP
e 2 g

v, ~ES LA VELOCIDAD A PARTIR DE LA CUAL, LA ENERGIA hw

ESCAPA DE LAS CARAS DEL LASER.

*Y2=HACE QUE LA POTENCIA RADIADA P_EN CADA CARA, SEAN IGUALES.
*S| EN LASERSFP LASREFLECTIVIDADES DE LAS CARAS
SON IGUALES.

LA ECUACION ANTERIOR PARA “ P.” SE MODIFICA ADECUADAMENTE PARA:
*LASER CON REVESTIMIENTOSEN LAS CARAS.
*O PARA LASERS “DFB”

mir
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LA POTENCIA EMITIDA 1
con ty'=v,(a, ta,)en Pe:2( o mir )th
hw h a

P = int ~* mir | - |
) 2q (amlr int)( th)

'hmt—LA EFICIENCIA CUANTICA INTERNA. REPRESENTA LA
CANTIDAD DE ELECTRONESINYECTADOS.

LA EFICIENCIA DE LA PENDIENTE:

dP, hwh con h, = h.a.

dl 2q a'mir +aint

'hd:ES LA EFICIENCIA CUANTICA DIFERENCIAL.
*ES UNA MEDIDA DE LA EFICIENCIA CON LA CUAL LA LUZ DE
SALIDA SE INCREMENTA CON UN INCREMENTO DE LA CORRIENTE
INYECTADA.

hext:LA EFICIENCIA CUANTICA EXTERNA.
velocidad deemision deFotones _ a2q (e,

0
~ velocidad demyeccnon deelectrones ghwgl r_a

—hgi “’9 con h,, <h,
%]

ext

htot_LA EFICIENCIA CUANTICA TOTAL. COMOEN EL LED:

2P, hw
htot - ® htot _7hext

Vol aVy, CIVo

tot

*INCREMENTO EXPONENCIAL DE LA CORRIENTE UMBRAL CON LA
TEMPERATURA.

Ith th_q%+

tc G tPﬂ




